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はじめに  SiC基板表面の熱酸化は、Si基板表面と同様に、SiO2膜が形成される passive領域と SiO2

膜が形成されず Si のエッチングが生ずる active 領域に分かれることが知られている。さらに SiC

表面は、C 原子の振る舞いの違いにより、active 領域において Si の脱離と C の表面堆積が生ずる

領域 1、Siと Cがともに脱離する領域 2、passive領域において SiO2膜が形成され Cは脱離する領

域 3、SiO2膜が形成され C も基板に残る領域 4 が存在することが理論的に予想されている[1]。そ

こで本研究は、これら領域の存在の実験的検証を行った。その結果、SiC(0001)Si面では領域 2が

見られないが、SiC(0001
_

)C 面では狭い酸化条件ではあるが領域 2が存在することがわかった。 

実験方法 用いた SiC 基板は化学研磨処理した 4H-SiC(0001)Si 面と(0001
_

)C 面である。Si 面では

真空加熱により、 、 、およびグラフェン層表面を作製、C 面ではグラフェン層

が形成される前後の温度で真空加熱を行い、試料表面を準備した。X 線光電子分光(XPS)により

O2による熱酸化中にリアルタイムで Si 2p, C 1s, O 1s各内殻準位を測定、酸化前後室温でも測定し

た。XPS 励起源は単色化された Al Kα線(1486.6 eV)で、全エネルギー分解能は約 0.4 eV である。 

実験結果 図１は SiC (0001
_

)C 面の酸化中の、Si 2p内殻準位化学シフトから求めた SiO2膜厚、お

よび C 1s内殻準位化学シフトのバルク(B)とグラフェン(G)成分強度の時間発展である。酸化温度

1000℃では G 成分が消失し、SiO2膜が形成されることがわかり、これは領域 3に対応する。反対

に酸化温度 1050℃では G 成分が支配的となり、表面には数層のグラフェンが形成され SiO2膜は

ほとんどなく、これは領

域 1 に対応する。一方そ

の中間 (1020, 1040℃ )で

は、若干の SiO2膜が見ら

れるが G 成分は消失し、

表面ではSiとCがともに

エッチング脱離する、

(0001)Si 面では見られな

かった領域 2 が観測され

たと考えられる。 
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Fig. 1 Time evolutions of SiO2 thickness and intensities of bulk and graphene 
components for C 1s core-level spectra during thermal oxidation with O2 gas at 10-2 Pa. 
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